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18.段差基板上にMBE成長したGaAsの電気的特性

玉 岡 英

日Jl)A斜 面 を もつ 段 差 基 板 (図 1)上 へ のGaAs. AIGaAs

の M BE成 長 は､ 新 し い 電 子 デ バ イ ス や 光 デバ イ ス へ の

応 用 の 可 能 作 が あ り注 目 され て い る｡ しか し. これ まで

に斜 面 上 のGaAsエ ピ タ キ シ ャル 層 に つ い て 詳 し くは 調 べ

られ て い ない｡

そ こで､ M r3Eに よ っ て fiLrL差 基 板上 にSiを lXIOl'/cmlt

ドー プ したGaAsを 成 長 さ せ. 斜 面 上 の エ ビ層 の 表 面 モ ホ

ロ ジ ー とp-n反 転 の 基 板 混 度 依 存 性 ､ V/lI川と依 存 性 を 調

べ た｡ 基 板 温 度 (Ts)620℃でV/mfヒ (プ レ ッシ ャー 比 )
30の 時､ 糾而 上 に 成 長 し た結 晶 で 良 好 な表 面 モ ホ ロ ジー

が 得 られ た (図2)｡ ま た. 段 差 基 板 上 に 戒 長 し たGaAs

の 帽 厚 分 布 の 草 根 渦 度 依 存 性 を調 べ る ため､ 結 晶 成 長 の

モ デ ル計 g_を 行 っ た｡ 貼絞 ･(温 度 が 高 く な る につ れ て､

フ ア 七 ､ソ トの 成長 が 大 き く な っ た｡ これ は. 基 板 温 度 が

古 くrj:る とyH=-dl1㌧))一位 に よ るGaの 取 り込 まれ 771の iBい が

大 き くな っ た ため で あ る｡

さ らに. こ の斜 面 上 の GaAsエ ビ層 の フ ォ トル ミネ ッセ

ンス (P L ) の 測 定 を 4.2Kで 行 い 評 価 した｡ 図 3(a).(b)

は､ それ ぞれ V/川比 30でTs=620℃.550℃で戒 具 した 時 の

斜 面 部 分 の エ ビ層 の P Lス ペ ク トル で あ る｡ Ts;550℃で

は バ ン ド問逆 相 を ピー ク と す る 発 光 が 見 られ､ 620℃で は

Siア クセ プ ター に 開 通 し た 発 光 ピー ク が 見 られ る. これ

は 基 板 温 度 が 高 くな る に つ れ て､ Asサ イ トに入 るSiが増

し た ため で あ る｡ (C)はTs三550℃で フ ラ ッ トな り00)Gaょs

基 板 上 に 成 長 した エ ビ層 の PLス ペ ク トル で あ る｡ (b)と

tc)が 同 様 の ス ペ ク トル 形 状 で あ る こ とか ら. V/171比30.

Ts;550℃の 時､ 斜 面 部 分 の エ ビ層 で は､ ほ とん どの Siが

Gaサ イ トに 入 り､ ドナ ー に な っ て い る と思 わ れ る｡ この

よ うに. 糾 uu'部分 の エ ビ胎 で は､ ･iS板 II'削空に よ って Siの

取 り込 まれ 方 が 大 き く異 な る こ と が わ か っ た.
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図1.段差基栃
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図 3 PLス ペ ク トル


